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【はじめに】物質のヘテロ界面では、それぞれの物質

の性質の違いから、バルクとは異なった現象が出現す

ることがある。我々は、その現象の一つとしてイオン

結合性のHigh-k酸化物と共有結合性の SiO2のヘテロ

接合界面での界面双極子の発生について、その発現機

構や量的制御に関する研究を行っている。この現象で

は、接合する物質間の酸素面密度の差に依存して酸素

イオンが一方向に移動し、界面近傍において双極子が

生じる。[1]この双極子モーメントの大きさは、接合する

物質（酸素面密度差）に依存して変化することが報告されている。[1]これまでに、我々は

HfO2/SiOx界面と Y2O3/SiOx界面の界面双極子を系統的に調査してきた。その際、HfO2/Si

と Y2O3/Siの前駆体構造をアニール処理し、界面に SiOxを成長させる方法で HfO2/SiOxお

よび Y2O3/SiOx界面を作製した。この方法で簡便に急峻かつ平坦な二次元界面が実現でき

る。[2]そこで今回は SiO2との酸素面密度差が最大となる Al2O3に対しても同様の作製方法

を適用して AlOx/SiOx/Si構造を作製し、(図１)その AlOx/SiOx界面の電気特性を評価した。 

【実験方法】PLD法によって p-Si(100)基板上に作製

した AlOx/Si構造を前駆体として、これを酸雰囲気中

でアニール処理を行うことで AlOx/SiOx/Si 構造を作

製した。AlOx層の厚さは、1nm、2nm、4nmとした。

アニール条件は、アニール温度を 600～850℃、アニ

ール時間を 1時間とした。作製した試料に Au電極を

蒸着し C-V 測定を行い、C-V 曲線のフラットバンド

シフトから界面双極子の発生を調べた。 

【実験結果】図 2にアニール温度が 600℃、High-k

層の厚さが約 2nmのときの Y2O3/SiOx/Si、

HfO2/SiOx/Si、AlOx/SiOx/Si試料のC-V曲線を示す。

この C-V曲線の正方向に対するフラットバンド電圧シフトは、Y2O3、HfO2、AlOxの順で

大きくなった。よって、High-k/Si 前駆体構造のアニール処理によって High-k/SiOx界面

を形成する手法は様々な材料に対して有効であり、得られた 3試料の酸素面密度差は系統

的に変化していると考えられる。 

【参考文献】1) K. Kita et al., Appl. Phys. Lett. 94,132902 (2009). 2) 第 61回応用物理学

会春季学術講演会 20p-D6-8. 
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図 1. AlOx/SiOx界面での 

双極子モデル 

図 2. Y2O3/SiOx/Si、HfO2/SiOx/Si、

AlOx/SiOx/Si構造の C-V曲線 
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